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Широкое распространение в отечественной и зарубежной микроэлектронике в производстве интегральных схем в настоящее время получила технология «flip-chip», особенностью которой являются припойные шариковые выводы, располагаемые на металлизированных контактных площадках кристаллов ИМС. Кристаллы монтируют на основание корпусов или плат планарной стороной. При этом рисунок их контактных площадок является зеркальным отображением расположения выводов [1].
Использование припойных шариковых выводов обеспечивает не только электрическую связь между интегральной схемой и подложкой, но и важную роль в механической, прочностной, температурной, теплоотводной составляющих корпусов. Соединения на припойном шарике по сравнению с проволочными, снижают задержки распространения электрических сигналов, обеспечивают большую пропускную способность и снижают ограничения по шинам питания и заземления [2]. Монтаж на припойные шарики методом «flip-chip» вытесняет проволочный монтаж, значительно уменьшая размеры корпусов микросхем. Важную роль при монтаже припойных шариков играет материал металлизации, на который они наносятся - Under Bump Metallization (далее UBM) [3,4].


С помощью модификации стандартного процесса термозвуковой проволочной разварки удалось сформировать платиновый stud-bump – первая точка сварки в сварном соединении методом «шарик-клин» при термозвуковом методе сварки (далее стад-бамп) [1] непосредственно на алюминиевой контактной площадке (Рис. 1).
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Рис.1. Платиновый стад-бамп на кремниевом кристалле с алюминиевой контактной площадкой (фотография растрового электронного микроскопа).

Формирование стад-бампа на алюминиевой контактной площадке полупроводникового кристалла является первой частью двухстадийного процесса нанесения припойных шариков. Следующая стадия – планаризация сформированных стад-бампов чеканкой. Чеканка позволила получить равномерную плоскую поверхность стад-бампов и, как следствие, избавиться от их разновысотности. Таким образом планаризация стад-бампов обеспечила подготовленную поверхность для последующего применения в качестве металлизации под припойный шариковый вывод (UBM). (Рис. 2).
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Рис.2. Платиновый стад-бамп после планаризации

 (фотография растрового электронного микроскопа).

Планаризованные таким способом платиновые стад-бампы обеспечивают гладкую, смачиваемую припоем поверхность и главным образом играют роль диффузионного барьера между припоем шарикового вывода и поверхностью алюминиевой контактной площадки [1]. Такая UBM металлизация может применяться как для припойных шариков из эвтектических оловянно-свинцовых (PbSn) сплавов, так и для других припоев на основе олова (Sn). Формирование припойных шариковых выводов выполнялось на установке нанесения припойных шариков в режиме поочерёдного размещения припойных шариков с одновременным оплавлением лазером. (Рис. 3).
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Рис. 3. – Поочерёдное нанесение припойных шариков 

с одновременным оплавлением

  На стадии оплавления припой смачивает поверхность платинового стад-бампа, таким образом, формируется припойный шариковый вывод с платиновым твёрдым ядром (Рис. 4).
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Рис. 4. Планаризованные платиновые стад-бамп с нанесенным на них припойными шариками (фотография растрового электронного микроскопа)
Проведенное исследование показало, что применение платиновых стад-бампов в качестве UBM металлизации под припойные шариковые вывода может применяться для решения задач прототипирования и создания макетных образцов.
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